
 
 

 

 

 

  

 

 

भारत सरकार  GOVERNMENT OF INDIA 

अंतररक्ष विभाग  DEPARTMENT OF SPACE 

अंतररक्ष उपयोग कें द्र-इसरो 

SPACE APPLICATIONS CENTRE-ISRO 

अहमदाबाद AHMEDABAD - 380 015 

     

सं.: सैक/ई.ओ.आई./06/2025-26                                                                   

No.: SAC/EOI/06/2025-26                                                                                                                                                     Date: 03/10/2025 

 

शुविपत्र-I  CORRIGENDUM-I 

 

भारत के राष्ट्रपवत के विए और उनकी ओर से, प्रधान, क्रय एिं भंडार, अंतररक्ष उपयोग कें द्र, अहमदाबाद, वनम्नविवित के विए ईओआई आमंवत्रत करते हैं ।  

For and on behalf of the President of India, Head, Purchase & Stores, Space Applications Centre, Ahmedabad invites EOI for the following.  

ईओआई फाइि सं. 

EOI File No. 

संवक्षप्त वििरण 

Brief Description 

वनयत वतवि 

और समय 

Due Date 

& Time 

संशोवधत वनयत 

वतवि और समय 

Revised Due 

Date & Time 

सैक/ई.ओ.आई./06/डी/2025-26 

SAC/EOI/06/D/2025-26 

 

कोिाइडि किांटम डॉट आधाररत एसडब्ल्यूआईआर इमेज 

सेंसर के विकास के विए अवभरुवि की अवभव्यवि हेतु 

अनुरोध 

 

Request for Expression of Interest (EOI) for 

Development of Colloidal Quantum Dot Based SWIR 

Image Sensor 
 

06-10-2025;   

1500 Hours 

06-11-2025; 

1500 Hours 

 

 

कृपया अपन ेविस्ततु प्रत्यतुर विर्फ  मोहरबंद विर्ारे् में वनयत वतवि तक या इिि ेपिूफ अधोहस्ताक्षरी को भेंजे | 

Please submit detailed response to the undersigned on or before due date in sealed cover only. 

 

यह ईओआई र्ोकि प्िेन अिेंबिी को विकवित करन ेमें विके्रताओ ंकी रुवि का आकिन करन ेऔर उनकी क्षमताओ,ं िवुिधाओ ंआवद के िंदभफ में अपनी प्रवतवक्रया प्रस्तुत 

करन ेके विए ह|ै यह एक आरएर्पी/वनविदा नहीं ह ैवजिके विए उन्हें बोिी िगाने की आिश्यकता ह|ै विवनदशेों, प्रणािी/उप-प्रणािी आिश्यकताओ,ं परीक्षणों और अन्य 

पहिओु ंका वििरण वनविदा िरण के दौरान आरएर्पी में शावमि वकया जाएगा| ितफमान में, विके्रता ईओआई वदशावनदशेों के अनिुार अपनी प्रवतवक्रयाएं प्रस्तुत कर िकते हैं। 

 

This is an EOI to assess vendors' interest in developing the Focal plane assembly and submit their response in terms of their capabilities, 

facilities etc. as per the EoI. This is not an RFP/tender for which they need to bid. Details of the specifications, system/subsystem requirements, 

tests and other aspects will be covered in RFP during tendering phase. Currently, vendor can submit their responses as per the EoI guidelines. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             Sd/- 

प्रधान, क्रय एिं भंडार   Head, Purchase & Stores 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

हम िोग अपना कायफ नए ई-क्रय पोर्फि पर शरुू करन ेिािे हैं। इिविए िाइर् https://eproc.isro.gov.in/  पर जाकर कृपया अपने विके्रता प्रोर्ाइि/ वक्रडेंवशयल्ि को अद्यवतत करें।  

As we are migrating to new E- procurement portal, kindly update your vendor Profile/Credentials by visiting https://eproc.isro.gov.in/   

िभी विके्रताओ ंको िाइर् https://gem.gov.in पर जाकर गिमेंर् ई-माकेर् प्िेि (जेम) पर स्ियं को पंजीकृत करने के विए प्रोत्िावहत वकया जाता ह।ै 

All vendors are encouraged to register themselves on Government E-market Place(GeM) portal by visiting https://gem.gov.in 

https://eproc.isro.gov.in/
https://eproc.isro.gov.in/
https://www/gem.gov.in
https://www/gem.gov.in


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 भारत सरकार  GOVERNMENT OF INDIA 

अंतररक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE 

अंतररक्ष उपयोग कें द्र – इसरो 

SPACE APPLICATIONS CENTRE - ISRO 

अहमदाबाद AHMEDABAD - 380 015 

 

सं.: सैक/ई.ओ.आई./06/2025-26                                                                  

No.: SAC/EOI/06/2025-26                                                                                                                                   Date: 04/09/2025 

भारत के राष्ट्रपवत के विए और उनकी ओर से, प्रधान, क्रय एिं भंडार, अंतररक्ष उपयोग कें द्र, अहमदाबाद, वनम्नविवित के विए ईओआई आमंवत्रत 

करते हैं ।  

For and on behalf of the President of India, Head, Purchase & Stores, Space Applications Centre, Ahmedabad invites EOI for 

the following.  

ईओआई फाइि सं. 

EOI File No. 

संवक्षप्त वििरण 

Brief Description 

वनयत वतवि और समय  

Due Date & Time 

सैक/ई.ओ.आई./06/डी/2025-26 

SAC/EOI/06/D/2025-26 

 

कोिाइडि किांटम डॉट आधाररत एसडब्ल्यूआईआर इमेज 

सेंसर के विकास के विए अवभरुवि की अवभव्यवि हेतु 

अनुरोध 

 

Request for Expression of Interest (EOI) for 

Development of Colloidal Quantum Dot Based SWIR 

Image Sensor 
 

06-10-2025;   

1500 Hours 

 

 

1. विस्ततृ तकनीकी दस्तािेज इिरो िेबिाइर् www.isro.gov.in और www.sac.gov.in  पर उपिब्ध ह ै वजिमे विवनदशे, विके्रता की पिूफ 

अपेक्षाओ का उल्िेख ह ै और इिे िेबिाइर् िे डाऊनिोड वकया जा िकता ह ै |The detailed technical document including 

specifications, pre-requisites that a vendor should possess etc. are available on ISRO website www.isro.gov.in & 

www.sac.gov.in and the same can be downloaded from the websites. 

2. कृपया अपने विस्ततृ प्रत्यतुर मोहरबंद विर्ारे् में वनयत वतवि 06-10-2025 (1500 Hrs. IST) तक या इििे पिूफ अधोहस्ताक्षरी को नीिे वदए गए 

पते पर भेजें। Please submit detailed response to the undersigned on or before due date 06-10-2025 (1500 Hrs. IST) in 

sealed cover on below address. 

क्रय एिं भंडार अवधकारी Purchase & Stores Officer, 

वनविदा समूह Tender Cell, 

अंतररक्ष उपयोग कें द्र (इसरो) Space Applications Centre (ISRO), 

जोधपुर टेकरा, आम्बािाडी विस्तार पी.ओ.,  Jodhpur Tekra, Ambawadi Vistar PO, 

सेटेिाइट Satellite, अहमदाबाद Ahmedabad - 380015 

3. वनयत वतवि बढ़ाने जाने के वनिेदन पर कोई वििार नहीं वकया जायेगा | No request for extension of the due date will be considered 

4. वििम्ब/दरेी िे प्राप्त प्रस्ताि स्िीकृत नहीं वकए जाएँगे| Late/Delayed offers will not be accepted. 

5. कृपया अधोहस्ताक्षररत व्यवि को वनयत वतवि पर या उििे पहि ेिीिबंद विर्ारे् में केिि ई. ओ. आई. िंख्या और वनयत वतवि को विवधित 

प्रवतस्िावपत करते हुए विस्ततृ प्रवतवक्रया प्रस्तुत करें।| Please submit detailed response to the undersigned on or before due date 

in sealed cover only duly superscribing EOI Number and due date. 

6. वकिी भी तकनीकी पछूताछ के विए, 079-2691 3079, ईमेिः psod@sac.isro.gov.in पर िंपकफ  करें। For any technical query, 

contact on 079-2691 3079, Email: psod@sac.isro.gov.in. 

7. इन ईओआई के विए शवुिपत्र, यवद कोई हुआ तो िेबिाइर् पर प्रकावशत वकया जाएगा।  Corrigendum if any against this EOI will be 

published on website. 

8. यवद वकिी भी शब्द के अंग्रेजी और वहदंी के बीि अिफ में अंतर ह,ै तो अंग्रेजी िंस्करण प्रबि होगा। If there are difference in meaning 

between English and Hindi of any term, the English version shall prevail. 

 

                                                                                                                                                                       Sd/- 

प्रधान, क्रय एिं भंडार  Head, Purchase & Stores 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

हम िोग अपना कायफ नए ईक्रय पोर्फि पर शरुू करने िािे हैं। इिविए िाइर्- https://eproc.isro.gov.in/  पर जाकर कृपया अपने विके्रता प्रोर्ाइिवक्रडेंवशयल्ि को अद्यवतत  /

करें। As we are migrating to new E- procurement portal, kindly update your vendor Profile/Credentials by visiting https://eproc.isro.gov.in/  िभी 

विके्रताओ ंको िाइर् https://gem.gov.in पर जाकर गिमेंर् ईमाकेर् प्िेि (जेम) पर स्ियं को पंजीकृत करने के विए प्रोत्िावहत वकया जाता ह।ै- All vendors are encouraged 

to register themselves on Government E-market Place (GeM) portal by visiting https://gem.gov.in 

mailto:psod@sac.isro.gov.in
mailto:psod@sac.isro.gov.in
https://eproc.isro.gov.in/
https://eproc.isro.gov.in/
https://www/gem.gov.in
https://www/gem.gov.in


 
 

 

 

 

कोलाइडल क्ाांटम डॉट आधारित एसडबू्ल्यआईआि इमेज सेंसि के विकास  

के वलए  

अविरुवि की अविव्यक्ति हेतु अनुिोध 

 

Request for Expression of Interest (EOI)  

for 

 Development of Colloidal Quantum Dot Based SWIR Image Sensor 

 

 

अांतरिक्ष उपयोग कें द्र 

िाितीय अांतरिक्ष अनुसांधान सांगठन 

अांतरिक्ष वििाग 

िाित सिकाि 

अहमदाबाद 380015 

SPACE APPLICATIONS CENTRE 

INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION 

DEPARTMENT OF SPACE 

GOVERNMENT OF INDIA 

AHMEDABAD 380015 
  
 
 
 
 
 
 
 
The material on this page is the property of Space Applications Centre, Indian 
Space Research Organization.  This material should not be copied by any means 
or used for any other purposes except in connection with development and supply 
of the SWIR CQD detectors.  इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी का स्वामित्व अंतररक्ष उपयोग 
कें द्र, भारतीय अंतररक्ष अनुसंधान संगठन का है | इस सूचना का उपयोग केवल एसडबू्लआईआर 
सीकू्यडी संसूचक से संबन्धित  मवकास और सप्लाई के अलावा, इसको कॉपी या और मकसी िाध्यि 
से अन्य उदे्दश्ो ंके मलए न मकया जाए | 
  



 
 
खडं 1: पररिय Section 1: Introduction 

अतंररक्ष उपयोग कें द्र (िैक) र्िि स्िास््य वनगरानी और िायमुंडिीय अध्ययन के विए आईआर और शॉर्फ िेि इन्रारेड (एिडब्ल्यआूईआर) 

क्षेत्र में हाइपरस्पके्ट्रि इमेवजंग पिेोड की प्रावप्त के विए वजम्मेदार ह।ै एिडब्ल्यआूईआर िेंिर कोिाइडि क्ट्िारं्म डॉर् र्ोर्ोडायोड का उपयोग 

करके विविकॉन िवकफ री के िाि अत्यवधक स्केिेबि,  छोरे् वपक्ट्िेि वपि िेंिर, वस्ियर िेंिर और मोनोविविक एकीकरण के विए िीएमओएि 

जैिे अििरों की पशेकश करत े हैं। िैक न े 800 एनएम ि े 2000 एनएम स्पके्ट्रि रेंज में कोिाइडि क्ट्िारं्म डॉर् (िीक्ट्यडूी) आधाररत 

एिडब्ल्यआूईआर इमेज िेंिर के विकाि के विए पहि की ह।ै  

Space Applications Centre (SAC) is responsible for realization of Hyperspectral imaging payloads in near IR & Short 

wave infrared (SWIR) region for crop health monitoring & atmospheric studies. SWIR sensors, using colloidal 

quantum dot photodiodes offer CMOS like opportunities for highly scalable, small pixel pitch sensors & monolithic 

integration with silicon circuitry. SAC has taken initiative for development of colloidal quantum dot (CQD) based 

SWIR image sensor responsive in 800nm to 2000nm spectral range.  

इि िंदभफ में, स्िायर िेििेंि रेंज में िीक्ट्यडूी आधाररत इमेज िेंिर के वडजाइन और विकाि में अनभुि रखन े िािे प्रस्तािकों (भारतीय 

उद्योग/शैक्षवणक संस्िानों) से रुवि की अवभव्यवि (ईओआई) आमंवत्रत की जाती ह।ै  

In this context, Expression of Interest (EoI) is invited from Proposers (Indian industry/Academic institutes) 

having experience in design & development of CQD based image sensor in SWIR wavelength range.  

1. प्रस्तािक िीक्ट्यडूी इमेज िेंिर के वडजाइन, वनमाफण और पकेैवजंग के विए वनम्नविवखत गवतविवधयों के विए उनके अनभुि और 

िवुिधाओ ंकी उपिब्धता के बारे में जानकारी/प्रमाण प्रदान करेगा।  

The proposer shall provide information/proof regarding their experience and availability of facilities support 

following activities for design, fabrication and packaging of CQD image sensor.  

a) इमेज िेंिर वडजाइन और विमिुेशन रू्ल्ि, रािायवनक िंशे्लषण और वनमाफण के विए िवुिधा  

Image sensor design & simulation tools, facility for chemical synthesis and fabrication facility  

b) िेर्र हैंडविंग, िेर्र जािं परीक्षण उपकरण और गडु डाई मावकिं ग के विए क्ट्िीनरूम क्ट्िाि (1000) िवुिधा  

Cleanroom class (1000) facility for wafer handling, wafer probe testing equipment and good die 

marking 

c) पकेैज वडजाइन और विशे्लषण उपकरण और वनमाफण िवुिधा  

Package design & analysis tools and fabrication facility  

d) िेर्र डाइवकंग, डाई अरै्िमेंर्, िायर बॉवन्डंग और हमेवर्क िीविंग (एनकैप्ििुशेन) िवुिधा  

Wafer dicing, die attachment, wire bonding and hermetic sealing (encapsulation) facility  

e) िेर्र स्तर और पकेैज स्तर दृश्य वनरीक्षण िवुिधा  

Wafer level and package level visual inspection facility  

f) इिेवक्ट्रकि और इिेक्ट्रो-ऑवप्र्कि परीक्षण  

Electrical & electro-optical testing 

प्रस्तािक के पाि िीक्ट्यडूी इमेज िेंिर के वडजाइन, विकाि और वितरण का पिूफ अनभुि होगा। पहिे के कायफक्रम में 

विकवित िेंिर के पररणाम प्रदान करेगा।  

Proposer shall possess prior experience of design, development and delivery of CQD image sensors. Shall 

provide results of sensors developed in earlier program. 

2. प्रस्तािक को िीक्ट्यडूी विकाि में पयाफप्त अनभुि होगा। प्रस्तािक इि िंबंध में पयाफप्त जानकारी प्रदान करेगा।  

Proposer shall have sufficient experience in CQD development. Proposer shall provide sufficient 

information in this regard. 

3. प्रस्तािक आरओआईिी के वडजाइन, विकाि और वितरण का पिूफ अनभुि प्रदान करेगा। पहिे के कायफक्रम में विकवित आरओआईिी 

(इि कायफक्रम में आिश्यक के िमान) का वििरण प्रदान करेगा।  

Proposer shall provide prior experience of design, development and delivery of ROIC. Shall provide details 

of ROICs (similar to the one required in this program) developed in earlier program. 

प्रवतवक्रया में प्रस्ततु प्रस्ताि इि दस्तािेज़ के बाद के अनभुागों में वनधाफररत आिश्यकताओ ंके अनरुूप होगा। इिमें र्ाउंडेशन और/या अवधकृत 

प्रवतवनवधयों का वपछिा अनभुि (िमान प्रकार का विकाि कायफ करना) और आिश्यकताओ ंको परूा करन ेके विए वडजाइन, वनमाफण और परीक्षण 

के विए उपिब्ध िवुिधाए ंभी शावमि होंगी।  

The proposal submitted in response shall be in conformity with requirements laid down in subsequent sections of this 

document. It shall also include the previous experience of the foundries and/ or authorized representatives (carrying 

out similar kind of developmental work) and the facilities available for design, fabrication and testing to meet the 

requirements. 

  



 
 
िंड 2: अस्िायी सेंसर की आिश्यकता Section 2: Tentative sensor requirement 

िैक वडज़ाइन वकया गया िीक्ट्यडूी छवि िेंिर एनािॉग/वडवजर्ि आरओआईिी और डेर्ा इरं्ररे्ि के िाि एकीकृत क्षेत्र िरणी छवि िेंिर होगा। 

िेंिर का विवशष्ट प्रारूप 512 x 512 की िीमा में होगा वजिका वपक्ट्िि आकार ~5-20um होगा। िैक इन िेंिर को प्रोपोजर िे परामशफ और 

िमिफन के िाि वडजाइन करेगा। इिमें दो वडजाइन पनुरािवृिया ंरखी जाती हैं, यवद एकि वपक्ट्िेि विवनदशेों को पनुरािवृि 1 में परूा नहीं वकया जाता 

ह,ै तो पनुरािवृि 2 को वडजाइन िंशोधनों के िाि वनष्पावदत वकया जाएगा और यवद प्रदशफन को पनुरािवृि 1 में परूा वकया जाता ह ैतो पनुरािवृि 2 

को उिी वडजाइन के िाि ििाया जाएगा। वडजाइन पनुरािवृि के दौरान, प्रस्तािक परामशफदाताओ ंके माध्यम िे िमवपफत िमिफन के रूप में िैक 

इजंीवनयरों को वडजाइन परामशफ प्रदान करेगा। िैक को िीक्ट्यडूी वडजाइन, विमिुेशन, वपक्ट्ििे की र्ीिीएडी मॉडविंग, वपक्ट्िेि इरं्ररे्ि की 

वडजाइवनंग और वडबवगगं इश्य ूके दौरान परामशफ िेिा की आिश्यकता होती ह,ै यवद कोई पनुरािवृि 1 में ह।ै 

SAC designed CQD image sensor will be area array image sensor integrated with analog/digital ROIC and data 

interfaces. Typical format of the sensor would be in the range of 512 x 512 with pixel size of ~5-20um. SAC will 

design these sensors with consultancy and support from proposer. Two design iterations are kept in this, if single 

pixel specifications are not met in iteration1, iteration 2 will be executed with design modifications and if performance 

is met in iteration 1 then iteration 2 will be run with same design. During the design Iteration, proposer shall provide 

design consultancy to SAC engineers in the form of dedicated support through consultants. SAC requires consultancy 

service during CQD design, simulations, TCAD modeling of pixel, designing of pixel interface and debugging issue 

if any in iteration 1.   

ताविका 1 अस्िायी िेंिर विवनदशे दतेी ह।ै वकक-ऑर् मीवरं्ग के दौरान िेंिर र्ॉमेर् और स्पवेिवर्केशन को अवंतम रूप वदया जाएगा।  

Table 1 gives tentative sensor specifications. Sensor format and specifications will be finalized during kick-off 

meeting.  

ताविका 1: अस्िायी िेंिर विवनदशे 

Table 1: Tentative Sensor Specifications 

*अनेक रीडआउर् या आतंररक िाभ द्वारा बाहरी रेम वबवनगं के माध्यम ि ेप्राप्त वकया जा िकता ह ै

क्र.िं.  

S. No. 
परैामीर्र Parameter 

इकाई 

Unit 
िीक्ट्यडूी CQD 

1 स्पके्ट्रि बैंड Spectral Band - SWIR 

2 स्पके्ट्रि रेंज Spectral Range nm 
800-2000nm 

800nm-2500nm (िाछंनीय desirable) 

3 3 िरणी प्रारूप Array Format Pixels ≥512x512 (1024 x1024 िाछंनीय desirable) 

4 वपक्ट्िेि वपि Pixel Pitch um 5-20** 

5 डाकफ  विग्नि Dark Signal  ≤10% of FWC 

6 डाकफ  करंर् Dark Current pA <0.5 

7 
7 वडरे्वक्ट्र्विर्ी डी *(एकि वपक्ट्ििे के विए) 

Detectivity D* (for single pixel) 
Jones >10

7
 

8 औित क्ट्यईू Average QE   
> 15% @1850nm 

पणूफ िणफक्रमीय रेंज में न्यनूतम क्ट्यईू Min QE in full spectral range 

9 
िरणी िंिािनीयता मापदडं 

Array Operability Criteria 
% ≥95 

10 
न्यनूतम पणूफ क्षमता  

Minimum Full Well Capacity 
e- 

≥35000 (gain 1) 

≥350000* (gain 2/multi frame readout)) 

11 पीआरएनय ूPRNU % ≤+-20 

12 298 K पर दृष्ट रि Read Noise at 298 K e- ≤100 (gain 1) ≤200 *(gain 2/multi frame readout)) 

13 
आरओआईिी विशषेताए ँ 

ROIC characteristics 
 

स्नैपशॉर्, विंडोइगं आरडब्ल्यआूई, आईर्ीआर  

Snapshot, windowing RWI,ITR 

14 
प्रिावित विग्नि र्ाइप  

O/P Signal Type 
  

अनािॉग/वडवजर्ि (एिएनआर आिश्यकता के अनरुूप वबर््ि की ि.ं)  

Analog/ digital (No. of bits commensurate with SNR 

requirement) 

15 

िेंिर विवनदशे के परूा करने के विए 15 ऑपरेवरं्ग 

तापमान Operating temperature to meet the 

sensor specification 

K ≥298 



 
 
*May be achieved through external frame binning by multiple readout or internal gain  

** वपक्ट्िेि वपि एर्डब्ल्यिूी के अनरुूप होनी िावहए और वकक ऑर् के िमय इिे अवंतम रूप वदया जाएगा 

** Pixel pitch should be commensurate to FWC and will be finalized at the time of kick off 

िंड 3: प्रावप्त दृविकोण और कायय का दायरा Section 3: Realization approach & Scope of work 

इि खडं में योग्य एिडब्ल्यआूईआर िीक्ट्यडूी वडरे्क्ट्र्र की प्रावप्त, कायफ का दायरा, िैक और प्रस्तािक की वजम्मेदाररया ंऔर िमयिीमा के विए 

आिश्यक कुि कायफ शावमि हैं। परूी गवतविवध के विए िीक्ट्यडूी प्रवक्रया विकाि, आरओआईिी विकाि, पकेैज विकाि और पकेैज्ड वडरे्क्ट्र्र के 

परीक्षण की आिश्यकता होती ह।ै  

This section contains total work required for realization of qualified SWIR CQD detector, Scope of work, 

responsibilities of SAC & Proposer and timeline. The whole activity requires CQD process development, ROIC 

development, package development and testing of packaged detector.  

एिडब्ल्यआूईआर िीक्ट्यडूी वडरे्क्ट्र्र की प्रावप्त के विए गवतविवध प्रिाह वित्र 1 में वदया गया ह।ै गवतविवधयों, वजम्मेदाररयों और िमय िीमा का 

वििरण ताविका 2 में प्रदान वकया गया ह ै 

Activity flow for realization of SWIR CQD detector is given in Figure1. Details of activities, responsibilities and 

timeline is provided in Table 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वित्र Figure 1 

ताविका Table 2 

  

SAC 
responsibility 

Proposer 
responsibility 



 
 

कायय का दायरा, विस्तृत गवतविवधयााँ और समय-सीमा 

Scope of Work, Detail activities & Timeline 

क्र.संS.

N. 
गवतविवध Activity िणयन Description 

उत्तरदावयत्ि 

Responsibility 

समय-सीमा 

Timeline 
पररणाम Outcome 

A 
क्रयादेश जारी 

PO Placement 

क्रयादेश जारी 

PO Placement 
सैक SAC T0 

क्रयादेश 

PO 

B 
आरंभ 

Kick off 

विवनदेश अंवतम रूप देने पर ििाय। 

प्रस्तािक वपकसेि वडजाइन के विए 

पीडीके एिं आईपी टूि उपिब्लध कराएगा 

Discussion on specification 

finalization. Proposer will  provide 

PDK & IP tools for pixel design 

सैक+ प्रस्तािक 

SAC+ 

Proposer 

T0+ 15 वदन 

days 

सैक को पीडीके एिं 

विनदेश को अंवतम रूप 

देना 

PDK to SAC & 

specification 

finalization 

C 
सीकयूडी 

CQD development 
2 पुनरािृवत्त Iterations  

T0+19 माह 

months 
 

1 
पुनरािृवत्त 

Iteration 1 
  

T0+12 माह 

months 
 

1.1 
िीक्ट्यडूी वडजाइन 

CQD design 

िामग्री की पहिान, िेयर स्रै्क वडजाइन 

(क्ट्यडूी आयाम (आधार और ऊंिाई, ईर्ीएि 

और एिर्ीएि), परतों की िंख्या, िीक्ट्यडूी 

प्रवक्रया विकाि, िीक्ट्यडूी वर्ल्म मोर्ाई को 

अवंतम रूप दनेा। िंपकफ  विकाि और 

एनकैप्ििुेशन 

Material identification, layer stack 

design (QD dimension (base & 

height, ETL & HTL), number of 

layers, CQD process development, 

CQD film thickness finalization. 

contact development & 

encapsulation 

िैक + प्रस्तािक 

SAC + proposer 

T0+3.5 माह 

months 

वडजाइन दस्तािेज़ Design 

Document 

1.2 

िीक्ट्यडूी वडजाइन के विए 

प्रारंवभक वडजाइन िमीक्षा 

(पीडीआर) 

Preliminary design 

review (PDR) for 

CQD design 

िीक्ट्यडूी वडजाइन दस्तािेज़ पर प्रारंवभक ििाफ 

Preliminary discussion on CQD 

design 

िैक + प्रस्तािक 

SAC + proposer 

T0+4 माह 

months 

पीडीआर दस्तािेज 

PDR document 

 

1.3 

र्ीिीएडी या अन्य 

िैकवल्पक विमिुेशन 

TCAD or other 

alternative simulation 

वडिाइि प्रदशफन मॉडविंग 

Device performance modelling 

िैक + प्रस्तािक 

SAC + proposer 

T0+5.5 माह 

months 

विमिुेशन पररणाम 

Simulation results 

1.4 

िीक्ट्यडूी वडजाइन के विए 

िीडीआर (वक्रवर्कि 

वडजाइन ररव्य)ू CDR 

(critical design 

review) for CQD 

design 

िीक्ट्यडूी वडजाइन पर विस्ततृ ििाफ िेवकन 

िामग्री, प्रवक्रया, क्ट्यडूी आयाम और वर्ल्म 

मोर्ाई, र्ीिीएडी विमिुेशन पररणामों तक 

िीवमत नहीं ह।ै 

Detailed discussion on CQD design 

but not limited to material, process, 

QD dimension & film thickness, 

TCAD simulation results. 

िैक + प्रस्तािक 

SAC + proposer 

T1=T0+6 माह 

months 

िीडीआर दस्तािेज 

CDR document 

1.5 

एकि वपक्ट्ििे वनमाफण और 

पकेैवजंग 

Single pixel 

fabrication & 

packaging 

वडजाइन और प्रवक्रया िवुनवित करन ेके विए 

िीक्ट्यडूी िंशे्लषण और एकि वपक्ट्िेि वनमाफण 

िीडीआर के दौरान अवंतम रूप वदए गए 

विवनदशेों को परूा करेगा। 

CQD synthesis and single pixel 

fabrication to ensure design & 

process will meet specifications 

finalized during CDR. 

प्रस्तािक 

proposer 

T1+4T0+10 

माह months 

पकेैज्ड एकि वपक्ट्िेि 

Packaged Single 

pixel 

1.6 

पकेैज्ड एकि वपक्ट्िेि 

वडरे्ि का इिेक्ट्रो-

ऑवप्र्कि (ईओ) परीक्षण 

पकेैज्ड एकि वपक्ट्िेि का अवभिक्षणन और 

प्रस्तािक पररिर में प्रदशफन अनकूुिन। िैक 

ईओ अवभिक्षणन में भाग िेगा। 

प्रस्तािक + िैक 

proposer + SAC 

T0+11.5 माह 

months 

ईओ परीक्षण ररपोर्फ के िाि 

िैक को विंगि वपक्ट्िेि 

वडिीिरी 



 
 

Electro-optical(EO) 

testing of packaged 

single pixel 

Detail EO Characterization of 

packaged single pixel and 

performance optimization at 

Proposer premises. SAC shall 

participate in the EO characterization 

Single pixel delivery 

to SAC with EO test 

report 

1.7 

अगिे िरण के विए मंजरूी 

Clearance for next 

step 

ईओ अवभिक्षणन परीक्षण के आधार पर, िैक 

पनुरािवृि 2 (यवद वडजाइन में िंशोधन 

आिश्यक ह)ै या आरओआईिी पर िीक्ट्यडूी 

जमाि के विए आग ेबढ़ेगा (यवद पनुरािवृि 1 

के पररणाम िंतोषजनक हैं) 

Based on EO characterization test, 

SAC will give go ahead for iteration 

2 (if modification in design is 

required) or CQD deposition on 

ROIC (if results of iteration 1 are 

satisfactory) 

िैक 

SAC 

T0+12 माह 

months 

पनुरािवृि 2 या 

आरओआईिी पर िीक्ट्यडूी 

जमाि के विए वनकािी 

प्रमाण-पत्र 

Clearance certificate 

either for iteration 2 

or CQD deposition on 

ROIC 

2 पनुरािवृि Iteration 2 

यवद पनुरािवृि 1 िाछंनीय पररणाम नहीं दतेा ह ै

तो केिि पनुरािवृि 2 की जाएगी, अन्यिा 

पनुरािवृि 2 पनुरािवृि 1 के िमान होगी 
If iteration 1 does not deliver 

desirable results then only 

iteration 2 will be done, otherwise 

iteration 2 will be same as iteration 

1 

 
T0+19 माह 

months 
 

2.1 

िीक्ट्यडूी वडजाइन िशंोधन 

CQD design 

modification 

पनुरािवृि के आधार पर वडजाइन िंशोधन 1 

ईओ परीक्षण पररणाम 

Design modification based on 

iteration 1 EO test results 

िैक 

SAC 

T0+13.5 माह 

months 

वडजाइन दस्तािेज़ 

Design Document 

2.2 
वडजाइन िमीक्षा Design 

review 

वडजाइन और विमिुेशन पररणाम ििाफ 

पनुरािवृि 1 में मदु्दों को िंबोवधत करना 

Design & simulation results 

discussion addressing issues in 

iteration 1 

िैक + प्रस्तािक 

SAC + proposer 

T0+14 माह 

months 

वडजाइन िमीक्षा दस्तािेज 

Design review 

document 

2.3 

एकि वपक्ट्ििे वनमाफण और 

पकेैवजंग 

Single pixel 

fabrication & 

packaging 

वडजाइन और प्रवक्रया िवुनवित करन ेके विए 

िीक्ट्यडूी िंशे्लषण और एकि वपक्ट्िेि वनमाफण 

िीडीआर के दौरान अवंतम रूप वदए गए 

विवनदशेों को परूा करेगा। 

CQD synthesis and single pixel 

fabrication to ensure design & 

process will meet specifications 

finalized during CDR. 

प्रस्तािक 

Proposer 

T0+17 माह 

months 

पकेैज्ड एकि वपक्ट्िेि 

Packaged Single 

pixel 

2.4 

पकेैज्ड एकि वपक्ट्िेि 

वडरे्ि का इिेक्ट्रो-

ऑवप्र्कि (ईओ) परीक्षण 

Electro-optical(EO) 

testing of packaged 

single pixel 

पकेैज्ड एकि वपक्ट्िेि का विस्ततृ ईओ 

अवभिक्षणन और प्रस्तािक पररिर में प्रदशफन 

अनकूुिन। िैक ईओ अवभिक्षणन में भाग 

िेगा। 

Detail EO Characterization of 

packaged single pixel and 

performance optimization at 

Proposer premises. SAC shall 

participate in the EO characterization 

प्रस्तािक + िैक 

proposer + SAC 

T0+19 माह 

months 

ईओ परीक्षण ररपोर्फ के िाि 

िैक को विंगि वपक्ट्िेि 

वडिीिरी 

Single pixel delivery 

to SAC with EO test 

report 

D 
आरओआईसी विकास 

ROIC development 

सीकयूडी के अनुकूि आरओआईसी का 

विकास 

Development of ROIC compatible 

to CQD 

 
T0+19 माह 

months 
 

1 

वपक्ट्िेि इरं्ररे्ि, 

आरओआईिी वडजाइन 

और वडजाइन िमीक्षा 

Pixel interface, ROIC 

design and design 

review 

वपक्ट्िेि इरं्ररे्ि को िीक्ट्यडूी में उत्पन्न शलु्कों 

के उवित हस्तातंरण के विए वडजाइन करन ेकी 

आिश्यकता ह।ै आरओआईिी को विप 

िॉल्यशून पर विस्र्म को ध्यान में रखत े हुए 

वडज़ाइन वकया जाएगा। 

Pixel interface need to be design for 

proper transfer of charges generated 

in CQD. ROIC will be designed 

considering system on chip solution. 

िैक + प्रस्तािक 

SAC + proposer 

T0+6 माह 

months 

वडजाइन दस्तािेज़ Design 

document 



 
 

2 
बैक एडं वडजाइन 

Backend design 

वडजाइन वकए गए आरओआईिी का िेआउर् 

Layout of designed ROIC 

प्रस्तािक 

proposer 

T0+10 माह 

months 
 

3 

आरओआईिी वडजाइन के 

विए िीडीआर 

CDR for ROIC 

design 

आरओआईिी वडजाइन पर विस्ततृ ििाफ। 

ििाफ में क्ट्यडूी स्रै्क वनमाफण और क्ट्यडूी जमाि 

के विए िंिावधत आरओआईिी की ितह 

तैयारी शावमि होगी। Detailed discussion 

on ROIC design. Discussion will 

include QD stack fabrication and 

surface preparation of processed 

ROIC for QD deposition. 

िैक + प्रस्तािक 

SAC + proposer 

T0+10.5 माह 

months 

िीडीआर दस्तािेज़ 

CDR document 

4 
रे्प आउर् 

Tape out 

डीआरिी और वनमाफण िे पहि ेअन्य ित्यापन 

DRC and other verification before 

fabrication 

िैक + प्रस्तािक 

SAC + proposer 

T0+12 माह 

months 
 

5 
आरओआईिी रै्विकेशन 

ROIC fabrication 

180 एनएम नोड िीएमओ र्ाउंड्री प्रोििे का 

उपयोग करके आरओआईिी रै्विकेशन 

ROIC fabrication using 180nm node 

CMOS foundry process 

प्रस्तािक 

proposer 

T0+17 

माह months 

 

प्रिंस्कृत आरओआईिी 

िेर्र 

Processed ROIC 

wafer 

6 
आरओआईिी परीक्षण 

ROIC testing 
िेर्र स्तर परीक्षण Wafer level testing 

प्रस्तािक + िैक 

proposer + SAC 

T0+19 माह 

months 

 

परीक्षण ररपोर्फ 

Test report 

E 

आरओआईसी प्रवक्रया 

पर 

ईकयूडी जमाि 

QD Deposition over 

ROIC 

एकि वपकसेि विकास के विए विकवसत 

आरओआईसी प्रवक्रया का उपयोग वकया 

जाएगा 

Process developed for single pixel 

development will be used 

 
T0+30 माह 

months 
 

1 

आरओआईिी पर  क्ट्यडूी 

िेयर 

QD Layer deposition 

on ROIC 

िेर्र प्िानराइजेशन के विए क्ट्यडूी जमाि िे 

पहिे िंविरवित आरओआईिी जमाि को 

पोस्र् प्रोिेविंग की आिश्यकता होगी। यह 

िीक्ट्यडूी परत की एक िमान और पतिी वर्ल्म 

वनक्षेपण के विए आिश्यक ह।ै और वर्र क्ट्यडूी 

िेयर स्रै्क िीक्ट्यडूी विकाि के दौरान 

विकवित प्रवक्रया के अनिुार वडपॉवजस्र् वकया 

जाएगा । 

Prior to QD deposition fabricated 

ROIC will require post processing for 

wafer planarization. This is required 

for uniform & thin film deposition of 

CQD layer. And then QD layer stack 

will be deposited as per process 

developed during CQD development 

प्रस्तािक 

proposer 

T0+26 माह 

months 

िीक्ट्यडूी ििंावधत िेर्र 

CQD processed wafer 

2 
िेर्र स्तर परीक्षण 

Wafer level testing 

िेर्र स्तर परीक्षण 

Wafer level testing 

प्रस्तािक + िैक 

Proposer +SAC 

T0+28 माह 

months 

परूी तरह ि ेिंिावधत और 

परीक्षण वकए गए िरे्र 

Fully Processed & 

tested wafers 

3 

डाइविंग और 

एनकैप्ििुेशन Dicing & 

encapsulation 

 
प्रस्तािक 

proposer 

T0+30 माह 

months 

एनकैप्ििुेशन डाइज़ 

Encapsulated dies 

E 

पैकेज वडजाइन और 

विकास Package 

development and 

packaging 

  
T0+33 

माह months 
 

1 

पकेैज वडजाइन और 

विकाि Package design 

& development 

पकेैज िामग्री, िेयर स्रै्क, वपन आउर्, विग्नि 

इरं्ीवग्रर्ी, वडजाइन िमीक्षा, ि े आउर् और 

पकेैज िवंिरिन 

Package material, layer stack, pin 

out, signal integrity, design review, 

lay out & package fabrication 

प्रस्तािक 

proposer 

T0+23 माह 

months 

 

यह गवतविवध 

आरओआईिी 

वडजाइन अिाफत 

र्ी0+10 के बाद 

शरुू होगी 

This activity 

will start after 

ROIC design 

i.e. T0+10 

पकेैज 

Package 



 
 

2 पकेैवजंग Packaging 

परूी तरह िे िंिावधत िीक्ट्यडूी िरे्िफ पकै वकए 

जाएगं े Fully processed CQD wafers 

shall be packaged 

प्रस्तािक 

proposer 

T0+33 माह 

months 

पकेैज्ड िीक्ट्यडूी वडरे्क्ट्र्र 

Packaged CQD 

detector 

G 
परीक्षण 

Testing 

ताविका 4 के अनुसार पैकेज्ड वडटेकटर का 

परीक्षण 

Testing of packaged detectors as 

per table 4 

प्रस्तािक 

proposer 

T0+35 माह 

months 

परीक्षण वडटेकटर और 

वडटेकटर की जााँि के 

विए विकवसत परीक्षण 

सेटअप 

Tested detectors and 

test set up developed 

for testing detectors 

 

िंड 4: स्िीकृवत मानदडं Section 4: Acceptance Criteria 

इि खडं में वडवििरेबल्ि (एकि वपक्ट्ििे, डाई िेिि, पकेैज िेिि रे्स्र्) के िैक स्िीकृवत मानदडं शावमि हैं  

This section covers SAC acceptance criteria of deliverables (Single pixel, die level, package level test) 

 

ताविका 3 (एकि वपक्ट्िेि स्तर) 

Table 3 (Single pixel level) 

क्र.सं. 

S.N. 

पैरामीटर 

Parameter 

इकाई  

Unit 

सीकयूडी 

CQD 

1 स्पके्ट्रि बैंड Spectral Band - SWIR 

2 स्पके्ट्रि रेंज Spectral Range nm 
800nm-2000nm (पीडीआर के दौरान अवंतम रूप वदया गया)  

 (as finalized during PDR) 

3 िंििूकता D* Detectivity D* Jones >10
7
 

4 औित क्ट्यईू Average QE   > 15% @1850nm 

5 ऑपरेवरं्ग तापमान Operating temperature K 298 

 

 

ताविका 4 (डाई स्तर और पकेैज स्तर) 

Table 4 (Die level & package level) 

क्र.िं. S.No. 
परैामीर्र 

Parameter 
इकाई Unit 

िीक्ट्यडूी  

CQD 

1 स्पके्ट्रि बैंड  Spectral Band - SWIR 

2 स्पके्ट्रि रेंज  Spectral Range um 800nm-2000nm 

3 ऐरे प्रारूप Array Format Pixels ≥512x512  

4 वपक्ट्िि वपि Pixel Pitch um 5-20 

5 डाकफ  करंर् Dark Current pA <0.5 

6 औित क्ट्यईू Average QE   > 15% @1850nm 

7 ऐरे प्रिािनीयता Array Operability % ≥95 

8 
न्यनूतम पणूफ क्षमता 

Minimum Full Well Capacity 
e- 

≥35000 (gain 1) 

≥350000 (gain 2/multi frame readout) 

9 
298 K पर पवित रि  

Read Noise at 298 K 
e- 

≤100 (gain 1) 

≤200 (gain 2 /multi frame readout) 

10 
आरओआईिी अवभिक्षणन 

ROIC characteristics 
 

स्नेपशॉर्, विंडोइगं 

Snapshot, windowing 

11 
प्रिािनशीि तापमान 

Operating temperature 
K 298 

  

 



 
 
िंड 5: वडवििरेब्स और समय सीमा Section5: Deliverables & timelines 

क्र.सं. 

S.No. 

मद 

Item 
समय सीमा Timeline मात्रा Quantity 

1 
पीडीके 

PDK 
T0+15 days 1 

2 
एकि वपक्ट्िि 

Single pixel 
T0+ 12 months 10 

3 
एकि वपक्ट्िि परीक्षण ररपोर्फ 

Single pixel test report 
T0+ 12 months 1 

4 
एनकैप्ििुेर् डाइज़ 

Encapsulated dies* 
T0+30 months 50 

5 
पकेैज्ड ििंिूक 

Packaged Detectors 
T0+ 35 months 30 

6 
परीक्षण ररपोर्फ 

Test report 
T0+ 35 months 

1 प्रवत िॉर् 

1 per lot 

7 
परीक्षण िेर्अप 

Test setup 
T0+ 35 months 2 

 

िंड 6: िारंटी Section 6: Warranty 

वडवििरेबल्ि की िारंर्ी वडिीिरी की तारीख िे एक िषफ की अिवध के विए होनी िावहए।  

The deliverables should be warranted for a period of one year from the date of delivery. 

 

 


